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Resumen

Debido a las excelentes propiedades que presenta el grafeno existen diversos métodos para su
crecimiento, aunque muchos procedimientos son complejos y caros, por lo que con la intencion de
economizar el procedimiento, se us6 cobre como sustrato y acetileno como fuente de carbono, y se
crecio el grafeno sobre el cobre mediante la técnica de deposicidn quimica de vapor, realizando varias
muestras con el fin de encontrar los parametros que optimicen la calidad del grafeno. Posteriormente,
se revisaron las capas de grafeno presentes en el cobre mediante la espectroscopia Raman [1], que
muestra el apilamiento de dos o méas capas de grafeno. Luego se realiz6 un estudio SEM para
comparar la estructura superficial de las muestras, y por Gltimo se realiz6 un estudio XPS para
estudiar el tipo de enlace formado por el carbono y del cobre debajo de éste, ya que por la temperatura
involucrada, en este proceso se modifica el estado de oxidacién del metal, formandose Cu(0) o Cu(l)

[2], en estos casos, el grafeno ayuda a preservar el estado de oxidacion del cobre a lo largo del
tiempo.
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Figura 1. Espectro Raman del grafeno Figura 2. Espectro XPS del cobre
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